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Bändermodell
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Intrinsische Halbleiter
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Dotierte Halbleiter
Akzeptorendichte Donatorendichte Neutralitätsbedingung
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Stromdichte
Driftgeschwindigkeit Elektronenbeweglichkeit spez. Leitfähigkeit
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Stromdichte Drift­Strom Diffusions­Strom
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Kleinsignalverhalten

Raumladungskapazität CS=A  e NA ND
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npn­Transistor
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Kleinsignalverhalten
Diffusionskapazität Sperrschichtkapazitäten
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MOS­FET
Kapazitäten
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Kleinsignal
Ausgangsleitwert Steilheit
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